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Аннотация — Рассмотрены основные свойства 
и применения антимонида индия и метод его электрохими-
ческого синтеза из растворов солей сурьмы и индия. 

1. Введение 
Антимонид индия InSb кристаллизуется 

в кубической решётке типа сфалерита (постоянная 
решётки 6,47877 Å) и является прямозонным полу-
проводником с малой шириной запрещённой зоны 
(0,2355 эВ при 0 K и 0,180 эВ при 298 K). InSb отно-
сится к вырожденным полупроводникам. Обладая 
электронным типом проводимости, этот материал 
характеризуется самой высокой подвижностью носи-
телей заряда (1,1·106 см²/(В·с) при 77 K), а также 
имеет самую большую длину свободного пробега 
электронов (до 0,7 мкм при 300 K) среди всех из-
вестных полупроводниковых материалов. 

В докладе рассматривается синтез антимонида 
индия методом электрохимического осаждения и его 
рентгенофазовый анализ. 

2. Основная часть 
Традиционные способы синтеза InSb непригодны 

для возможных нанотехнологических применений. В 
ряде работ сообщается об успешном электрохимиче-
ском синтезе антимонида индия на катодах различной 
природы [1, 2]. Метод электрохимического осаждения 
является весьма привлекательным, поскольку не тре-
бует сложного и дорогостоящего лабораторного обо-
рудования, протекает в мягких условиях, позволяет 
при комнатной температуре и атмосферном давлении 
равномерно покрывать большие площади со сложным 
рельефом поверхности, чего нельзя достичь другими 
тонкоплёночными процессами, достаточно экологичен 
[3], позволяет формировать полевые нанотранзисто-
ры, фотонные кристаллы и перспективен для созда-
ния других приборов, основанных на квантовых эф-
фектах. Недостатками данного метода является со-
мнительная чистота осаждаемого материала, а также 
малый выход процесса по току (до 30 %). 

Известно, что на стехиометрию осаждённого InSb 
влияет состав электролита, рН раствора и потенциал 
осаждения [3]. С целью отработки условий воспроиз-
водимого синтеза нами была осуществлена серия 
экспериментов по катодному осаждению InSb на си-
талловую подложку СТ-50-1 с предварительно нане-
сённым на неё слоем меди. Электрические режимы 
задавали с помощью потенциостата П-5827 М. Для 
регистрации электрических параметров осаждения 
служил цифровой вольтметр В7 54/2, соединённый с 
компьютером GPIB интерфейсом посредством мно-
гофункциональной PCI карты фирмы National 
Instruments. Электрохимический синтез антимонида 
индия осуществляли при температуре 298±2 K в 
электролите следующего состава: 0,22 M SbCl3, 
0,22 M InCl3, 0,80 M лимонная кислота и 0,37 M цит-
рат натрия при pH = 2. С помощью установки ДРОН-
3 М с использованием CuKα излучения и графитового 
фильтра были получены рентгенодифракционные 
спектры образцов. Спектр одного из них показан на 
рис. 1. Антимонид индия в модификации типа сфа-
лерита с постоянной решётки a = 6,479 Å был иден-
тифицирован с помощью базы данных International 

Centre for Diffraction Data 2002 г. (файл № 89-3667); 
также была обнаружена примесь фазы орторомби-

ческого InSb. Полученные результаты и интерпрета-
ция рентгенодифракционных максимумов также хо-
рошо согласуются с данными работ [1, 3, 4]. 

3. Заключение 
Таким образом, путём электрохимического катод-

ного осаждения были получены поликристалличе-
ские слои антимонида индия. 

Осаждённый антимонид индия обладает кубической 
решёткой типа сфалерита с постоянной a = 6,479 Å и 
содержит примесь орторомбической фазы. 
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Abstract — Principal properties and applications of InSb 

and the method of its electrochemical deposition from the solu-
tions of Sb and In salts were discussed. 
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